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Vorrichtung und Verfahren zur Beschichtung eines Trédgerwafers

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Beschichtung einer inneren Kreisfliche einer Beschichtungsflidche eines

Triagerwafers mit einem Beschichtungsmaterial gem#&B Patentanspruch 1 und
9.

In der Halbleitertechnologie spielen Verfahren zum temporidren Bonden eine
immer wichtigere Rolle, um immer diinner und groBflichiger werdende
Strukturwafer optimal handhaben zu kdnnen. Die Handhabung von
Strukturwafern ist im Stand der Technik insbesondere dadurch verbessert
worden, dass nur ein Teil des Strukturwafers an den Trigerwafer temporér
gebondet wird, vorzugsweise ein Umfangsrand. Hierdurch wird eine
Beaufschlagung der strukturierten Seite des Strukturwafers mit Kleber
moglichst weitgehend vermieden. Dies wird im Stand der Technik dadurch
gelost, dass ausschlieBlich eine Randzone der Beschichtungsfliche des
Tragerwafers klebend ausgebildet ist, insbesondere indem eine innere
Kreisfliche des Wafers mit einem die Klebekraft verringernden
Beschichtungsmaterial beschichtet wird. Bei dem nicht klebenden
Beschichtungsmaterial handelt es sich mit Vorzug, aber nicht
einschrinkend, um ein Anti Sticking Layer Material (ASL), wie

beispielsweise EasyClean Coat 1000 von der Firma 3M.
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Der Stand der Technik weist zur Herstellung momentan folgende Schritte
auf. Zuerst wird die Randzone B eines Trégerwafer mit einem Lack,
beispielsweise einem Photolack beschichtet. Der Fotolack wird in einem
Ofen oder auf einer Heizplatte ausgehirtet. Danach wird ein ASL
vollflichig aufgebracht. Das ASL Material kann die Oberfliche des
Trigerwafers, welche vom Photolack bedeckt wurde, nicht erreichen. Nach
einer gewissen Einwirkungszeit, in der sich eine molekulare Schicht auf der
nicht mit Photolack bedeckten zentralen Region des Trigerwafers
ausgebildet hat, wird das restliche ASL Material abgeschleudert. Danach
entfernt man den Photolack, beispielsweise mit Azeton. Zu diesem
Zeitpunkt besteht der Trigerwafer aus zwei Zonen, einer Randzone ohne
ASL Beschichtung und einer Kernzone mit ASL Beschichtung. Danach
bringt man einen Kleber auf dem gesamten Trigerwafer auf. Der Kleber
haftet sehr gut an der Randzone, die nicht mit ASL Material bedeckt wurde.
Die Haftfestigkeit des Klebers in der Kernzone, die mit ASL Material
beschichtet wurde, ist sehr gering. Der Kleber dient in dieser Kernzone
vorwiegend der Unterstiitzung von Strukturen des, spiter zu dem
Tragerwafer zu bondenden, Strukturwafers. Aus dem Stand der Technik ist
deutlich erkennbar, dass es zur Herstellung der zwei Zonen mehrerer
Schritte bedarf. Erstens, das Aufbringen des Photolacks, zweitens das
Aushirten des Photolacks, drittens das Aufbringen das ASL Materials,

viertens die Entfernung des Photolacks und fiinftens die Aufbringung des
Klebers.

Die Aufbringung der Beschichtung und des Klebers auf den Trigerwafer
soll dabei moglichst kostengiinstig und schnell, gleichzeitig aber in hoher

Qualitit, also insbesondere einer modglichst einheitlichen Schichtdicke,

erfolgen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung und ein

Verfahren zur Beschichtung eines Trédgerwafers derart zu optimieren, dass
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die Aufbringung schnell und kostengiinstig, gleichzeitig aber mit hoher

Qualitét erfolgen kann.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 9 geldst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch simtliche
Kombinationen aus zumindest zwei in der Beschreibung, in den Anspriichen
und/oder den Zeichnungen angegebenen Merkmalen. Bei angegebenen
Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende
Werte als Grenzwerte offenbart gelten und in beliebiger Kombination

beanspruchbar sein.

Grundidee der vorliegenden Erfindung ist es, die Beschichtung des
Trigerwafers mit einem Beschichtungsmaterial in unterschiedlichen Zonen
der Beschichtungsfliche des Trdgerwafers zumindest iiberwiegend
gleichzeitig mit der einer Hemmung, vorzugsweise Verhinderung der
Beschichtung mit dem Beschichtungsmaterial in den Zonen (insbesondere
bestehend aus einer inneren Kreisfliche und einer die innere Kreisfliache
umgebenden, vorzugsweise umschlieBenden, duBeren Kreisringfliche) der
Beschichtungsfliche vorzusehen, in welchen keine Beschichtung erfolgen
soll (duBere Kreisringfliche). Das Beschichtungsmaterial kann insbesondere
ein Antihaftmaterial sein, das ein Anhaften des Strukturwafers oder eines
aufgebrachten Klebers auf dem Trigerwafer in dem Bereich moglichst
weitgehend verhindert, in welchem das Beschichtungsmaterial auf der
Beschichtungsfliche des Trigerwafers aufgebracht worden ist.
Beschichtungsfliche des Triagerwafers ist meist eine Flachseite des
Triagerwafers, auf der die Aufnahme des Strukturwafers mit dessen
Strukturseite erfolgt, insbesondere vollflichig, vorzugsweise mit
weitgehend identischer Fldche und Flichenkontur. Strukturwafer k6nnen
auch Wafer mit zwei Strukturseiten sein. Da die Aufbringung des

Beschichtungsmaterials mit Vorteil konzentrisch zum Trigerwafer erfolgt,
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wird das Beschichtungsmaterial mit Vorteil wahrend der Rotation des
Trigerwafers aufgebracht und durch die Rotation des Trégerwafers auf
diesen gleichmidfBig und homogen verteilt. Indem iiberwiegend gleichzeitig
ein das Beschichtungsmaterial auflésendes Losungsmittel in Bereichen des
Strukturwafers aufgebracht wird, die nicht beschichtet werden sollen,
insbesondere die Klebezone, wird eine Beschichtung der
Beschichtungsfliche mit Beschichtungsmaterial in diesem Bereich
zumindest weitgehend, insbesondere vollstdndig, vermieden. Die
Beschichtung der Randzone (insbesondere #duBere Kreisringfliche) kann
auch dadurch verhindert werden, dass sich das Beschichtungsmittel iiber das
Losungsmittel am Rand hinwegbewegt. In einer weiteren Ausfithrungsform
kann es sich um eine beliebige Fliissigkeit handeln, die nicht
notwendigerweise ein Losungsmittel zu sein braucht, iiber welche sich das
Beschichtungsmaterial hinwegbewegen kann. Diese vorgenannten Mittel
hemmen oder verhindern, insbesondere vollstindig, die Beschichtung in
dem Bereich, wo sie aufgebracht werden (duBere Kreisringflédche).

Vorliegend werden sie daher als Beschichtungshemmmittel bezeichnet.

Nach Aushiértung des Beschichtungsmaterials in dem zu beschichtenden
Bereich der Beschichtungsfliche und Entfernung des
Beschichtungshemmmittels, insbesondere durch Rotation des Triagerwafers,
oder durch Verdampfung, liegt ein Trigerwafer mit nur teilweise
beschichteter Beschichtungsfliche vor, der in einem kontinuierlichen und
einstufigen, erfindungsgeméfen Prozess herstellbar ist. In dem nicht
beschichteten Bereich kann anschlieBend, insbesondere mittels der zweiten
Aufbringungsmittel zur Aufbringung des Losungsmittels, Kleber in dem
nicht beschichteten Bereich der Beschichtungsfldche aufgebracht und
verteilt werden. Der Kleber kann, wie im Stand der Technik bereits
bekannt, auch vollflichig iiber das gesamte Substrat aufgebracht werden,
wobei er die Bereiche mit niedriger Haftfestigkeit und hoher Haftfestigkeit

gleichermallen bedeckt. Somit ist erfindungsgeméB ein Tragerwafer mit
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einer mehrere Zonen aufweisenden Beschichtungsfliche zur Aufnahme eines
Strukturwafers in einem erfindungsgemifien zweistufigen
Herstellungsverfahren herstellbar. Beschichtungshemmmittel und
Beschichtungsmaterial werden mit Vorzug gleichzeitig aufgebracht. Die
Einschaltsequenz sieht vor, das Losungsmittel mit Vorzug spitestens bis
zum Erreichen des Beschichtungsmaterials, mit gréBerem Vorzug
gleichzeitig mit dem Beschichtungsmaterial, mit allergré68tem Vorzug vor
dem Beschichtungsmaterial aufzubringen. Die Abschaltesequenz sieht vor,

die Beschichtung mit dem Beschichtungsmaterial vor der Beschichtung mit

dem Losungsmittel zu beenden.

Vorzugsweise findet keine wesentliche Durchmischung des Losungsmittels
mit dem Beschichtungsmaterial statt. In der Grenzschicht wird das
Beschichtungsmaterial hochstens schneller durch das Losungsmittel
verdampft. Die Durchmischung der Beschichtungsmaterials mit dem
Beschichtungshemmmittel, insbesondere Losungsmittel, soll
erfindungsgemdB so gering sein, dass die nicht zu beschichtende Zone nicht
mit dem Beschichtungsmaterial beschichtet wird. Nach einer erfolgreichen
Beschichtung der Zentralregion (insbesondere innere Kreisringfliche), kann
durch jede beliebige Messmethode, mit Vorzug durch ein
Kontaktwinkelmessgerét, diese Bedingung nachtréglich gepriift werden. Mit
Vorzug hat sich der Kontaktwinkel in der nicht zu beschichtenden nach dem
erfindungsgemifen Prozess héchstens um 15°, mit gréBerem Vorzug
hdéchstens um 10°, mit noch groBerem Vorzug héchstens um 5°, mit grofltem

Vorzug um 0° geéndert.

Der bisher verwendete separate Prozessschritt der Entfernung von Material
am Rand eines Wafers wird erfindungsgemiB umgewandelt in einen,
insbesondere gleichzeitig mit der Beschichtung ablaufenden, Prozess der
Spiilung des Randes, um die Beschichtung durch ein Beschichtungsmaterial

zu hemmen oder, vorzugsweise vollstindig, zu verhindern. Die,
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insbesondere vollfldchige, Aufbringung des Klebers ist kein zwingender
erfindungsgemifer Bestandteil des Verfahrens oder der Vorrichtung, kann

aber in diese implementiert werden.

Gemil einer vorteilhaften Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die ersten
Aufbringmittel derart angeordnet oder anordenbar sind, dass die
Aufbringung des Beschichtungsmaterials im Bereich der Rotationsachse R
der Rotierung, insbesondere konzentrisch zum Trigerwafer, erfolgt.
Hierdurch wird eine homogene Verteilung des Beschichtungsmaterials auf
der gesamten Beschichtungsfliche ermoglicht, da die Verteilung des
Beschichtungsmaterials insbesondere bei konstanter
Rotationsgeschwindigkeit duBerst gleichm&Big entlang der
Beschichtungsfliche erfolgt. Die Rotation des Trigerwafers erfolgt durch
Aufnahme und Fixierung des Trigerwafers auf einer rotierbaren Aufnahme,
insbesondere einem Chuck, wobei die Aufnahme und Fixierung des
Triagerwafers in moglichst exakt konzentrischer Ausrichtung zur

Rotationsachse der Aufnahmeeinrichtung erfolgt.

Indem die zweiten Aufbringmittel derart angeordnet oder anordenbar sind,
dass die Aufbringung des Beschichtungshemmmittels zumindest an einem
Umfangsabschnitt der dufleren Kreisringfldche 1a im Bereich eines radial
innenliegenden Randes der dulleren Kreisringfliche erfolgt, ist auch hier
das Prinzip der Verteilung des Beschichtungshemmmittels durch Rotierung
des Trigerwafers anwendbar, so dass eine zumindest iiberwiegend
gleichzeitige Aufbringung des Beschichtungshemmmittels mit dem
Beschichtungsmaterial erfindungsgem&B denkbar ist. Lediglich der
Aufbringungsort auf der Beschichtungsfléiche unterscheidet sich, wobei die
Aufbringung des Losungsmittels auf den Trégerwafer weiter von der
Rotationsachse R entfernt erfolgt als die Aufbringung des

Beschichtungsmaterials.
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Hierbei ist es von Vorteil, wenn erfindungsgemifBe Steuerungsmittel zur
Steuerung von einer Aufbringmenge und/oder eines Aufbringdrucks
und/oder einer Aufbringgeschwindigkeit und/oder eines Aufbringwinkels
und/oder eines Aufbringzeitpunkts und/oder einer Aufbringposition der
ersten und/oder zweiten Aufbringmittel vorgesehen sind. Soweit die
vorgenannten Parameter einstellbar ausgebildet sind, 1dsst sich die
erfindungsgeméfie Vorrichtung und das erfindungsgeméfie Verfahren auf
verschiedene Kombinationen von Beschichtungsmaterialien und
korrespondierenden Beschichtungshemmmitteln einstellen. Bei groBBerer
Beaufschlagung der Menge von Beschichtungshemmmitteln wird einerseits
das Beschichtungsmaterial wirkungsvoller abgeldst beziehungsweise
aufgeldst, beziehungsweise dass Beschichtungsmaterial wird durch das
Beschichtungshemmmittel starker daran gehindert die duflere Randzone zu
bedecken beziehungsweise beschichten, andererseits wird mehr
Beschichtungshemmmittel verbraucht. Durch Erhohung des Aufbringdrucks
oder der Aufbringgeschwindigkeit oder durch Wahl eines geschickten
Aufbringwinkels kann der Austrag von Beschichtungshemmmittel und
Beschichtungsmittel, insbesondere ohne Erhohung der Aufbringmenge,

optimiert werden.

Soweit Aushirtemittel zum Aushirten des Beschichtungsmaterials
vorgesehen sind, wird der ein- oder zweistufige, erfindungsgemifle Prozess
weiter optimiert, da das Aushédrten des Beschichtungsmaterials insbesondere
gleichzeitig mit dem Verteilen des Beschichtungsmaterials auf der
Beschichtungsfldche erfolgen kann. In Verbindung mit ASL Materialien
wird unter Aushirtung die Entstehung der monomolekularen- bzw.
multimolekularen Schicht verstanden. In einer erfindungsgeméfien
Ausfiihrungsform werden solche Schichten durch Segregationseffekte an der
Oberfldche gebildet. Dennoch soll unter ,,Aushidrtung” im weiteren Verlauf

des Textes, die Bildung einer nichtklebenden Schicht verstanden werden.
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Gemil einer weiteren, vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass die zweiten Aufbringmittel mindestens eine, mit einem
Auslaufende zur dufleren Kreisringfliche weisend anordenbare Leitung
aufweisen. Somit sind ein gerichteter Strahl und eine gezielte Aufbringung
des Beschichtungshemmmittels in Bereichen der Beschichtungsfliche
moglich, wo das Beschichtungsmaterial bei der Verteilung des
Beschichtungsmaterials im Speziellen geldst, oder im Allgemeinen
ferngehalten werden soll, damit es dort nicht aushértet (,,Aushértung siehe

oben).

Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn die zweiten Aufbringmittel,
insbesondere an jedem Auslaufende, eine, insbesondere steuerbare, Diise
aufweisen. Die innere Diise besitzt typischerweise einen
Offnungsdurchmesser von 0.125 Zoll, die duBere Diise typischerweise einen
Offnungsdurchmesser von 0.25 Zoll. Es sind auch Diisen mit kleineren oder
groBeren Offnungsdurchmessern denkbar. Die Offnungsdurchmesser sind
groBer als 0.001 Zoll, mit Vorzug groBer als 0.01 Zoll, mit groBerem
Vorzug groBer als 0.1 Zoll, insbesondere kleiner als 1 Zoll. Durch diese
MaBnahme ist die erfindungsgem#Be Vorrichtung nicht nur auf verschiedene
Beschichtungsmaterial- und Losungsmittel-kombinationen einstellbar,
sondern auch an verschiedene GréBen von Triagerwafern oder das
gewlinschte Verhiltnis der Groe der Klebezone zur Antihaftzone

einstellbar.

Soweit vorrichtungsgemil offenbarte Merkmale auch Verfahrensmerkmale
implizieren, sollen diese auch verfahrensgemil als offenbart gelten und

umgekehrt.

In den Figuren sind weitere Vorteile, Merkmale und Ausfiihrungsformen der

Erfindung offenbart. Diese zeigen in:
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Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausfithrungsform der
erfindungsgeméBen Vorrichtung vor der Aufbringung von

Beschichtungsmaterial und

Figur 2 die Ausfiilhrungsform gemif Figur 1 nach Durchfiihrung des

erfindungsgemiflen Zwei-Stufen-Prozesses.

In den Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Bauteile mit den gleichen

Bezugszeichen gekennzeichnet.

Die gezeigte Ausfiihrungsform der erfindungsgeméBen Vorrichtung zur
Beschichtung einer inneren Kreisfliche 7i einer Beschichtungsfldche 3b
eines Trigerwafers 3 mit einem Beschichtungsmaterial 9 ist in den Figuren
nur schematisch dargestellt und auf die fiir die Beschreibung der
vorliegenden Erfindung wesentlichen Bestandteile reduziert. So fehlt in der
Darstellung beispielsweise ein Gestell zur Halterung der gezeigten Bauteile
ebenso wie eine erfindungsgemife Steuerungseinrichtung zur Steuerung der

nachfolgend beschriebenen erfindungsgeméBen Bestandteile.

Der Triagerwafer 3 wird auf eine Aufnahme 2 (beispielsweise ein Chuck) an
seiner zur Beschichtungsfldche 3b abgewandten Unterseite 3u aufgenommen
und fixiert, nachdem eine Ausrichtung des Tridgerwafers 3 gegeniiber einer
Rotationsachse R erfolgt ist. Die Rotationsachse R liegt erfindungsgemél
im Mittelpunkt (Rotationssymmetriezentrum) des Trigerwafers 3. Die
Rotierung erfolgt durch eine Rotierwelle 6, die durch nicht dargestellte
Antriebsmittel (gesteuert durch die Steuerungseinrichtung) angetrieben
wird. Die Aufnahme 2 und die Rotierwelle 6 sowie die
Steuerungseinrichtung bilden gemeinsam die erfindungsgemifien

Rotiermittel.
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Oberhalb der Beschichtungsflache 3b sind erste Aufbringmittel 5 in Form
einer Leitung 51 angeordnet oder anordenbar, wobei die ersten
Aufbringmittel 5 zur Rotationsachse R fix oder fixierbar angeordnet sind.
In der gezeigten Ausfiihrungsform ist die Leitung 51 an einem Auslaufende
Se mit einer Diise 5d versehen und weist in Richtung des Mittelpunkts des
Tréagerwafers 3 (Schnittpunkt aus Rotationsachse R und der

Beschichtungsfldche 3b).

Die Leitung 51 ist an ein nicht dargestelltes Vorratsbehiltnis fiir das
Beschichtungsmaterial 9 angeschlossen und die Forderung des
Beschichtungsmaterials 9 von dem Vorratsbehéltnis zur Diise 5d und die
Aufbringung auf die Beschichtungsfliche 3b erfolgt iiber eine von der
Steuerungseinrichtung angesteuerte Pumpe (nicht dargestellt). Die
vorgenannten Merkmale bilden die ersten Aufbringmittel 5. Das
Beschichtungsmaterial 9 muss nicht durch eine Pumpe, sondern kann durch
einen erhdhten Behilter, nur durch Einwirkung der Schwerkraft aufgebracht
werden. Des Weiteren ist ein Aufbringen der Fliissigkeit mit erh6htem
Druck oder erhéhter Geschwindigkeit denkbar. Einem Fachmann auf dem
Gebiet ist klar, dass es nur darauf ankommt, das Beschichtungsmaterial

aufzubringen.

Durch die ersten Aufbringmittel 5 wird das Beschichtungsmaterial 9 auf die
innere Kreisfldche 7i, insbesondere am Schnittpunkt der inneren Kreisfldche
71 mit der Rotationsachse R (Mittelpunkt des Trigerwafers 3) aufgebracht
und, insbesondere beschleunigt durch die Rotation der Rotationsmittel um

die Rotationsachse R, auf der inneren Kreisfliche 7i verteilt.

Es ist leicht vorstellbar, dass durch die Rotation und die hierdurch erzeugte
Zentrifugalkraft an der Beschichtungsfliche 3b das Beschichtungsmaterial 9
vom Mittelpunkt des Trédgerwafers 3 radial und konzentrisch nach auflen

gefordert wird, bis es die innere Kreisflache 7i verldsst und in eine duflere
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Kreisringfldche 7a eintritt. Durch die Reibung der Beschichtungsfliche 3b
mit dem Beschichtungsmaterial 9 wird das Beschichtungsmaterial auch in
Rotationsrichtung der Rotiermittel beschleunigt, so dass das
Beschichtungsmaterial auf einer bogenformigen Bahn vom Mittelpunkt des
Tragerwafers 3b bis zum Umfangsrand 7e beschleunigt wird. Durch die
weitere Rotation wird das Beschichtungsmaterial 9 weiter im Wesentlichen
radial nach auBen zu einem Umfangsrand 7e beférdert, wo das
Beschichtungsmaterial den Trigerwafer 3 verldsst und von einer nicht

dargestellten Auffangeinrichtung aufgefangen wird.

Wihrend der Bewegung des Beschichtungsmaterials 9 entlang der
Beschichtungsfliche Sb wird das Beschichtungsmaterial 9 durch
Aushirtemittel ausgehirtet (Aushértung siehe oben), so dass ohne weitere
MaBnahmen eine homogene Schicht des Beschichtungsmaterials 9 auf der

gesamten Beschichtungsfldache 3b entstehen wiirde.

Zweite Aufbringmittel 4 zur Beaufschlagung einer die innere Kreisfliche 7i
umgebenden duBeren Kreisringfliche 7a mit einem das
Beschichtungsmaterial 9 l6sbaren Losungsmittel als
Beschichtungshemmmittel sind im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel oberhalb
des Triagerwafers 3 angeordnet bezichungsweise anordenbar. Mit Vorteil
sind die Aufbringmittel beziehungsweise der Beaufschlagungsort der
Beschichtungsfliche 3b der zweiten Aufbringmittel 4 durch
Ausrichtungsmittel einstellbar, insbesondere durch Verstellung der

Aufbringmittel 4 parallel zur Beschichtungsfldache 3b.

Die Aufbringung durch die zweiten Aufbringmittel 4 erfolgt gegeniiber der
Aufbringung durch die ersten Aufbringmittel 5 weiter vom Mittelpunkt des

Tragerwafers 3 entfernt.
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Der Aufbau der zweiten Aufbringmittel 4 kann analog der ersten
Aufbringmittel 5 sein, insbesondere mit einer Leitung 41, einem
Auslaufende 4e und einer Diise 4d sowie einem nicht dargestellten

Vorratsbehiltnis fiir das Losungsmittel und einer Pumpe (gesteuert von der

Steuereinrichtung).

Die Aufbringung des Losungsmittels durch die zweiten Aufbringmittel 4
erfolgt im Bereich eines Umfangsabschnitts 7u, so dass im gezeigten
Ausfiihrungsbeispiel nur an einer Stelle am Umfang die Aufbringung des
Losungsmittels erfolgt. Erst durch die Rotation des Trigerwafers 3 durch
die Rotiermittel wird jeweils nach einer Umdrehung des Trigerwafers eine

duBlere Kreisringfldche 7a vollstdndig mit dem Lésungsmittel beaufschlagt.

Die zweiten Aufbringmittel 4 sind derart angeordnet, dass das
Losungsmittel an einem innenliegenden Rand 7r der dueren
Kreisringfliche 7a, also zum Mittelpunkt des Triagerwafers 3 hin,
aufgebracht wird. Von dort wird es analog dem Beschichtungsmittel 9 radial
nach auBen und in Rotationsrichtung beschleunigt, so dass die gesamte
duflere Kreisringfliche 7a kontinuierlich mit Losungsmittel beaufschlagt
wird, das das Beschichtungsmaterial 9 16st und/oder ein Aushirten des
Beschichtungsmaterials 9 auf der dulleren Kreisringfldche 7a verhindert,
und/oder das Beschichtungsmaterial 9 von der Beschichtungsfldache 3b
trennt, indem es dafiir sorgt, dass das Beschichtungsmaterial 9 iiber das

Beschichtungshemmmittel hinweg abgeschleudert wird.

Somit verbleibt nach Aufbringung einer definierten Aufbringmenge des
Beschichtungsmittels 9 durch die ersten Aufbringmittel 5 ein ausgehirteter
Teil des Beschichtungsmittels 9 auf der inneren Kreisfliche 7i als
homogene Antihaftschicht, wihrend die Aushértung des
Beschichtungsmittels 9 in der duleren Kreisfliche 7a durch das

Losungsmittel verhindert oder zumindest gehemmt wird.
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Es entsteht folglich in einem einstufigen Prozess durch gleichzeitige
Aufbringung von Beschichtungsmaterial 9 und Beschichtungshemmmittel
ein nur in der inneren Kreisflache 71 mit Beschichtungsmaterial 9

(Antihaftschicht) beschichteter Trigerwafer 3.

In einem zweiten Schritt, insbesondere in der erfindungsgeméfen
Vorrichtung, kann eine Klebeschicht auf die duBlere Kreisringfldache 7a,
insbesondere die gesamte Beschichtungsfliche 3b (also auch auf das
Beschichtungsmaterial 9 in der inneren Kreisflache 7i) aufgebracht werden.
Hierzu konnen entweder die ersten und/oder zweiten Aufbringmittel 4, 5

oder gesonderte dritte Aufbringmittel (nicht dargestelit) verwendet werden.

Weiterhin kdnnen erfindungsgemaB vierte Aufbringmittel zur Reinigung des

Tréagerwafers 3 nach Beschichtung vorgesehen sein.

Ein Radius X der inneren Kreisfliche 7i wird definiert durch den Abstand
des Aufbringungsortes des Beschichtungshemmmittels von der
Rotationsachse R auf der Beschichtungsfliche 3b. Hierdurch wird
automatisch auch die Ringbreite B der duBBeren Kreisringfldche 7a definiert.
Die Ringbreite B ist kleiner als 10 mm, mit Vorzug kleiner als 5 mm, mit
noch gréoBerem Vorzug kleiner als 2 mm, mit grétem Vorzug kleiner als 1
mm. Durch die Form der Diise 4d kann die Aufbringung des Losungsmittels
als gerichteter Strahl, insbesondere Flachstrahl, erfolgen, so dass der

innenliegende Rand 7r m&glichst klar abgegrenzt wird und konzentrisch

zum Trigerwafer 3 verliuft.

In einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung kénnen am Umfang
verteilt mehrere Leitungen 41 zur Aufbringung von Losungsmittel an
mehreren Umfangsabschnitten 7u vorgesehen sein. In einer vorteilhaften

Ausfiihrungsform kann der Aufbringwinkel (im gezeigten



WO 2013/041129 PCT/EP2011/066345

- 14 -

Ausfilihrungsbeispiel parallel zur Rotationsachse) derart angewinkelt sein,
dass die Diise 4d schrdg nach auBBen geneigt angeordnet ist. Durch diese

MaBnahme wird vermieden, dass Beschichtungshemmmittel auf die innere

Kreisfldche 7i tritt.
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Vorrichtung und Verfahren zur Beschichtung eines Trdgerwafers

Patentanspriiche

Vorrichtung zur Beschichtung einer inneren Kreisfldche (7i) einer
Beschichtungsfliche (3b) eines Trigerwafers (3) mit einem

Beschichtungsmaterial (9) mit folgenden Merkmalen:

- einem Aufbringmittel (5) zur Aufbringung des zur Beschichtung
der inneren Kreisfliche (7i) vorgesehenen Beschichtungsmaterials

(9) auf die innere Kreisflache (71) und

- einem Rotiermittel (2, 6) zur Aufnahme und Rotierung des
Trigerwafers (3) um eine Rotationsachse (R) und zur Verteilung

des Beschichtungsmaterials auf der Beschichtungsfldche (3b),

dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Aufbringmittel (4) zur
Beaufschlagung einer die innere Kreisfliche (7i) umgebenden dulleren
Kreisringfldche (7a) mit einem die Beschichtung der duleren
Kreisringfldche (7a) wihrend der Verteilung des
Beschichtungsmaterials (9) zumindest hemmenden

Beschichtungshemmmittel vorgesehen sind.
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Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Beschichtungshemmmittel

ein das Beschichtungsmaterial (9) 16sbares Losungsmittel ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die
ersten Aufbringmittel (5) derart angeordnet oder anordenbar sind,
dass die Aufbringung des Beschichtungsmaterials (9) im Bereich der
Rotationsachse (R) der Rotierung, insbesondere konzentrisch zum

Tragerwafer (1), erfolgt.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei der die
zweiten Aufbringmittel derart angeordnet oder anordenbar sind, dass
die Aufbringung des Beschichtungshemmmittels zumindest in einem
Umfangsabschnitt (7u) der duBBeren Kreisringfliche (7a) im Bereich
eines radial innenliegenden Randes (7r) der #uBeren Kreisringfliche

(7a) erfolgt.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die Steuerungsmittel zur Steuerung von
Aufbringmengen und/oder Aufbringungsdruck und/oder
Aufbringungsgeschwindigkeit und/oder Aufbringungswinkeln
und/oder Aufbringungszeitpunkten der ersten und/oder zweiten

Aufbringmittel (4, 5) vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriiche, bei der Aushirtemittel zum Aushirten des

Beschichtungsmaterials (9) vorgesehen sind.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die zweiten Aufbringmittel (4) mindestens eine,
mit einem Auslaufende (4e) zur dufleren Kreisringfldche (7a) weisend

anordenbare Leitung (41) aufweisen.
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Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die zweiten Aufbringmittel (4), insbesondere an

jedem Auslaufende (4e), eine, insbesondere steuerbare, Diise (4d)

aufweisen.

Verfahren zur Beschichtung einer inneren Kreisfliche (7i) einer
Beschichtungsfldche (3b) eines Trigerwafers (3) mit einem
Beschichtungsmaterial (9) mit folgenden Schritten, insbesondere

folgendem Ablauf:

- Aufbringung des Beschichtungsmaterials (9) auf die innere
Kreisflache (7i) durch erste Aufbringmittel (5) und Verteilung des
Beschichtungsmaterials durch Rotierung des Trigerwafers (3) um

eine Rotationsachse (R) durch Rotiermittel (2, 6),

dadurch gekennzeichnet, dass widhrend der Verteilung des
Beschichtungsmaterials (9) durch zweite Aufbringmittel (4) eine
Beaufschlagung einer die innere Kreisfldche (7i) umgebenden duleren
Kreisringfliche (7a) mit einem die Beschichtung der duBeren

Kreisringfldche (7a) zumindest hemmenden Beschichtungshemmmittel

erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Aufbringung des
Beschichtungsmaterials (9) im Bereich der Rotationsachse (R),

insbesondere konzentrisch zum Triagerwafer (1) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die Aufbringung des
Losungsmittels zumindest in einem Umfangsabschnitt (7u) der
ﬁuBeren Kreisringfliche (7a) im Bereich eines radial innenliegenden
Randes (7r) der dulleren Kreisringfldche (7a), insbesondere

zeitversetzt zur Aufbringung des Beschichtungsmaterials (9) erfolgt.



